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【背景・目的】Amorphous InGaZnO (a-IGZO) thin-film 

transistor (TFT) は次世代ディスプレイ用 TFT として注目さ

れており、電気特性や信頼性について多数報告されている。

近年、a-IGZO 膜中にはドナーとなり得る多量の水素が含ま

れているにも関わらず、キャリア密度が低いことが指摘され

ている[1]。本研究では a-IGZO TFT に対して低温水素アニ

ールを行い、電気特性へ与える影響について考察した。 

【実験方法・結果】実験には図 1 に示したような基板ゲート型

a-IGZO TFT を用いた。a-IGZO は O2/Ar = 4%, 4.5%中にお

いて室温で堆積した。それぞれのTFTをH2/N2 = 2%中にお

いて150, 170, 180, 200oCで低温水素アニールを行い、電気

特性を比較した。図 2 にそれぞれの IDS–VGS 特性を示す。

150, 170oC においては O2 4%で堆積したサンプルは急峻な

立ち上がりを示し、O2 4.5%で堆積したサンプルはゆるやか

な立ち上がりを示した。堆積時の酸素分圧が高いほど、膜

中には多くの過剰酸素が存在していると考えられる。したが

って、O2 4.5%サンプルに含まれる過剰酸素が電子トラップと

なり S 値が劣化したと考えられる。一方、180, 200oC におい

ては O2 4%サンプルよりも O2 4.5%サンプルの導電性が高く

なる傾向が見られた。ここで、水素は a-IGZO 中の過剰酸素

と反応して-OH 結合を形成している可能性がある。180oC 以

上においては、過剰酸素を多く含む膜ほど-OH 結合が形成

され、水素の電荷が供給されることで導電性が増加したと考

えられる。また、水素によって膜中の欠陥がパッシベーショ

ンされることが報告されている[2]。作製プロセスを最適化す

ることで、200oC 以下で良好な特性を持つ TFT を作製できる

可能性がある。 
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Fig. 1 TFT structure examined. 
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Fig. 2 IDS–VGS characteristics of a-IGZO 

TFT deposited in (a) 4% O2 and (b) 4.5% 

O2. 
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